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Laboratorni tloha €. 2: Zavérné zotaveni diod a naboj ridici elektrody MOSFET

alGBT

Pfiprava:

Dynamické chovani tranzistoru MOSFET zalezi predevsim na vytvoreni vodivého
kanalu tedy dobé nabijeni a vybijeni kapacity C,, a dalSich parazitnich kapacit. Jak
je vidét z ndhradniho schématu na prechodové jevy budou mit vliv kapacity Cep a
Cgs, které se budou nabijet pfes odpor Rg Pfedevsim kapacita Cgp, kterd se vlivem
Millerova efektu projevuje jako ekvivalentni vstupni impedance. V odporu Rg je
zahrnut vnitfni odpor zdroje napéti Ugs a odpor polykrystalického Si.

Cyi=(1+gw+Z)Cep - Millerova kapacita
Cin=Cmi + Cos - vstupni kapacita pokud Z redlna

Na obrazku 1.110 mlzZeme vidét, jak se nam jednotlivé kapacity méni v zavislosti

na napéti Ups. Kapacita Cgs neni zavisla na napéti Ups. Zatimco kapacita Cgp je znacné

zavisla.
Ups < Ugs - kapacita Cgp je velka (je dana kapacitou tenké vrstvy oxidu)

Ups > Ugs - kapacita Cgp klesa (vlivem zvySovani napéti roste tloustka ochuzené
vrstvy a tim klesd kapacita)

Casovou konstantou Rg G, je limitovana mezni frekvence tranzistoru v linearnim
rezimu (tuto konstantu se snazime co nejvice zmensit):

1

f = 2m,/CinRg

Spinaci rezim vykonového tranzistoru MOSFET :
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Obr. 1.109. Zjednodu$ené nahradni
schéma vykonového tranzistoru MOS
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Obr.1.110. Zavislost kapacit
na napéti U[)s

Proces prechodovych jevl zavisi i na typu zatéZze(vzhledem zpétného vlivu impedance zatéze na vstupni

kapacitu vlivem Millerova efektu), nejbézné;jsi zatézi je indukcnost s nulovou diodou (vinuti motoru,

transformatoru, apod.). Pfi zapinani tranzistoru privedeme na elektrodu G a S skokové napéti Ugs= Ugy. Tim se

nabijeji kapacity pres odpor Rg kapacity Cgs a Cgp. Tim nam roste napéti Ugs podle vztahu:
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Pro proud hradlem nabijejici kapacitu je dan vztah :
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KdyZ zatéz L je preklenutd nulovou diodou, tak napéti Ups je do

doby t, konstantni, kde Ip=Ipy .

Jakmile proud Iy dosdhne max. hodnoty, tak zacne napéti Ups
linearné klesat na napéti U,,. CoZ je napéti na tranzistoru

v zapnutém stavu a je dan proudem I, a odporem v sepnutém
stavu. Napéti Ugs je konstantni pro konstantni proud I,. Poté co
klesne napéti Ups, tak se nam kapacita Cy; zvétsi podle predeslé
Uvahy. Tim se ndm bude vstupni kapacita nabijet na hodnotu Ug,

vstupnim proudem Ig.

Pro pokles Ups plati rovnice
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PFi Cisté odporové zatézi ndm napéti Ups zacné klesat s narustem
proudu lp. Jak je vidét, pfri priloZeni fidiciho napéti, tak se nam
nejdfive nabiji vstupni parazitni kapacity, tim se zpozdi narUst

napéti Ugs na prahové napéti az pfi kterém se tranzistor za€ne otvirat.
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Pribéhy napéti a proudu pfi zapinani
tranzistoru MOSFET

Z rovnic je také patrné, Ze kapacita Cgp nam zvySuje dobu poklesu napéti Ups na hodnotu Ug,,.



